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１．概要（Summary） 

グラフェンは極めて高い電子移動度>105 cm2/Vs を示

すなど優れた物性を有することから、電子デバイスだけで

はなく様々な分野において実用化を目指した研究開発が

進められている。研究当初は Kish graphite や HOPG

から剥離して任意の基板上に転写したグラフェンを用い

た実験が主流であったが、実用化を考えると Chemical 

Vapor Deposition (CVD)法といった大量合成に適した

手法でグラフェンを作製することが必要となる。 

本課題では、CVD 法で作製したグラフェン試料を in 

situで FIB加工と SEM観察を連続して行うことで、グラフ

ェン膜厚を測長することを目的とした。 

 

２．実験（Experimental） 

CVD 法で作製したグラフェン試料は、FIB で断面加工

と SEM による断面観察とグラフェン膜厚測長を行った。

試料加工と観察には、FIB-SEM ダブルビーム装置（日

立ハイテク社製 XVision 200）を使用した。Φ300 mm

ウェハーから□20 mm×20 mmの大きさにグラフェ

ン試料を割断した。FIB加工によるグラフェン試料へ

のダメージを抑制するため、イオンコータ―で Pt を

90 nm、その上に FIBで DLCを約 1 μm成膜した。

保護膜形成後に FIB でグラフェン試料の断面加工を

行った。 

上記の試料加工・観察装置は、独立行政法人産業技

術総合研究所ナノプロセシング施設の共通機器であ

る。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に FIB で断面形成をしたグラフェン試料の

SEM 観察像を示す。基板側の SiO2層と Pt 保護膜の

間に、グラフェン層の存在を確認することができる。

Fig.2 に示すように観察倍率を更に高くして SEM 観

察を行いグラフェン層の膜厚を測長したところ、膜厚

は観察領域でほぼ均一で約 20 nmという結果が得られ

た。 

 

Fig. 1 The cross-section SEM observation image of 

the graphene on SiO2 which processed FIB. 

 

 

Fig. 2 The SEM high magnification observation 

image in the graphene sample cross-section. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究は、経済産業省と NEDO の「低炭素社会を

実現する超低電圧デバイスプロジェクト」に係わる業

務委託として実施した。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 


